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Technologii
Pomiary rozktadu pdl elektrycznych w heterostrukturach AlGaN/GaN przy pomocy

elektroodbicia

ktore bedg obejmowac:

1. Pomiary widm bezkontaktowego elektroodbicia w temperaturze pokojowej w
zakresie spektralnym 3.2-5.0 eV (lub wezszym) dla heterostruktur
GaN/AlGaN/GaN/podtoze o roznym sktadzie i roznej grubosci warstw;

2. Pomiary widm odbicia majgce na celu wyznaczenie przerwy energetycznej w
warstwach AlGaN;

3. Analize oscylacji Franza-Kieldysha dla absorpcji w GaN i AlGaN, a w tym
wyznaczenie wbudowanych pél elektrycznych oraz ocena ich jednorodnosci;

4. Obliczenie rozktadu pdl elektrycznych w heterostrukturach
GaN/AlGaN/GaN/podtoze oraz koncentracji dwuwymiarowego gazu
elektronowego na interfejsie AlGaN/GaN;

5. Poréwnanie pdl elektrycznych wyznaczonych eksperymentalnie z obliczeniami
rozktadu pdl elektrycznych obliczonymi teoretycznie;

oraz podsumowanie badann w postaci wyznaczenie sktadu warstwy AlGaN oraz grubosci
warstw GaN i AlGaN dla rezimu ,,normally-off”, tj. braku dwuwymiarowego gazu na ztgczu
AlGaN/GaN w heterostrukturach GaN/AlGaN/GaN/podtoze;

Badania bedg obejmowac 8 serii probek struktur epitaksjalnych po 8-10 prébek w serii.
Zamawiajgcy dostarczy struktury epitaksjalne w postaci fragmentéw podtozy, o wymiarach 1
cm x 1 cm lub wskazanych przez wykonawce. Zamawiajgcy zastrzega sobie uczestnictwo
pracownika zamawiajgcego w trakcie wykonywania badan.

Oferta powinna uwzglednia¢ poniesione przez wykonawce wszelkie koszty wykonania badan,
w tym wszelkie koszty montazu dostarczonych przez zamawiajacego struktur do stolikéw
pomiarowych, koszty zuzytych materiatéw oraz koszty pracy.

Prosze o ztozenie oferty ze wskazaniem ceny za roboczogodzine lub jedng strukture
epitaksjalng uwzgledniajgc punkty 1-5, oraz raport podsumowujacy badania.

Przedmiotem rozliczenia majg by¢ wyniki pomiaréw przekazane w formie elektronicznej lub
zapisane na nosniku dostarczonym przez zamawiajacego, analizy tych wynikéw zgodnie z
punktami 1-5 oraz posumowanie tych badan w postaci raportu na temat rezimu ,,normally
off” w badanych heterostrukturach.

Zwrocie zamawiajgcemu ulega caty przekazany do wykonawcy materiat badawczy.
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